
新產品快報

減少減少導通導通電阻、提昇開關性能！電阻、提昇開關性能！
搭配搭配SiC Trench MOSFETSiC Trench MOSFET
全SiCSiC功率模組登場功率模組登場

產品概要

　超越Si的極限、備受矚目的SiC元件。性能不斷進化。

ROHM成功量產採用溝槽構造之SiC-MOSFET，相較於量產中的平面型SiC-MOSFET，減少約50％的導通電阻、35％的輸

入容量。採用本元件可將1200V180A全SiC功率模組商品化。

BSM180D12P3C007 

搭配SiC Trench MOSFET 1200V/180A 全SiC功率模組搭配SiC Trench MOSFET 1200V/180A 全SiC功率模組
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■ 採用雙溝槽構造保有長期可靠性！採用雙溝槽構造保有長期可靠性！ ■ 減少減少5050％的％的導通導通電阻特性低減！電阻特性低減！

■ 大幅減低開關損耗！大幅減低開關損耗！

■ Trench MOSFETTrench MOSFET個別半導體產品也將擴增個別半導體產品也將擴增

■ SiCSiC溝槽溝槽MOSFETMOSFET模組規格模組規格
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　將650V,1200V額定的產品以3個料號依序展開。產品額定電流包含118A

(650V),95A(1200V)。

【電場集中】 【電場集中】

※同一晶片尺寸比較

第2世代 SiC-MOSFET

第3世代
SiC-溝槽MOSFET

減少減少6060％


